MICROSCOP ELECTRONIC CU BALEIAJ (SEM)
CU SISTEM EDS INTEGRAT

mag | WD |[spot
mm| 1.0

1. Tip: Inspect S + EDAX GENESIS XM 2i
2. Producator: FEI Company - Olanda
3. An fabricatie: 2007
4. Caracteristici tehnice:
SEM
Sursa : filament de wolfram montat in ansamblul tun electronic de tip tetroda
Tensiune : 200V la 30 kV

Curent fascicul : >2 uA

Rezolutie : 3.0 nm pe specimenul standard cu particule de aur separate pe substrat
de carbon, la 30 kV in ambele moduri de operare: high- si low-vacuum, 10 nm la 3 kV in
modul high-vacuum si <12 nm la 3 kV in modul low-vacuum.

Domeniu focalizare: 3 — 99 mm

Marire : 6x (la cea mai mare distanta de lucru) la >1,000,000x

Camp de vizualizare : Camp de vizualizare identic in high- si low-vacuum (18 mm la
cea mai mare distanta de lucru).

EDS

Unitate de detectie tip SEM cu cristal SAPPHIRE Si(Li) si fereastra SUTW pentru
detectia tuturor elementelor incepand cu Beriliu (Z=4) si pana la Uraniu (Z=92).

Rezolutie de 135eV sau mai buna masurata pe linia MnKo, 1000 cps si o constanta
de timp de 100 usec.

Raportul semnal/zgomot este 15,000:1 sau mai bun.

Aria activa este 10 mm?.

Cristalul este protejat automat la incalzire (daca se evapora azotul lichid din vasul
Dewar de 10 litri).
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